Wyklad VII

Z1acze metal — polprzewodnik
Tranzystor polowy



Kontakt prostujacy metal — polprzewodnik typu n -
dioda Schottky
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Rownanie Poissona

£(x) - natezenie pola @ (x) - potencjal pola
elektrycznego elektrycznego

divé = £ =—gradd

€0€s
—divgrad® = —A® AD = — P
€0&s
W 1D d2 ) o
dx? £0&s

d*® de(x) p(x)
dxz2  dx &g




Rownanie Poissona

¢ ¢

dz? &g,

[(n_P)_(Nd_Na)] I<z<z,

o+ przyblobszaru I<z<cz,
zuboionego
q Ny L xzeczywistosé
N . :
\ / & d? ¢ .
|\ dz? z=0
/ Qs =aNa x,,
= -4
wszedziepozax =0 i 0<x < x,
Calkujemy:

€ =—do/dz, E(0) = E(—00) =0,



Pole elektryczne w idealnym zlaczu m-S
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Rozwigzanie rownania Poissona
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Dioda Schottky’ego
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Uwaga: strzalki oznaczajg
kierunek strumienia elektronow




Charakterystyka I-V

F-strumien elektronow. W stanie rownowagi:

Po spolaryzowaniu w Kierunku przewodzenia zmienia si¢ Fg_y,



Charakterystyka I-V

Koncentracja elektronow w pasmie przewodnictwa polprzewodnika:

Koncentracja elektronow, ktore pokonaja bariere potencjatu:
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Charakterystyka I-V
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Charakterystyka I-V
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* Prad nasycenia I, diody Schottky’ego jest 10° do 103 razy wiekszy

od pradu nasycenia dla zlacza p-n
« Dioda Schottky’ego jest stosowana do prostowania przebiegéw

przemiennych o niskim napie¢ciu i duzym pradzie.



Omowy
kontakt metal — pétprzewodnik
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Kontakt omowy metal —pétprzewodnik typu n
silnie donl\ieszkowany
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Tranzystory

(ang. TRANSISTOR = TRANSfer resISTORS)
Podziat

) B
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Bipolarne: Polowe:
1. NPN 1. PNFET
2. PNP 2. MOSFET



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/0/06/Tranzystor.jpg

Tranzystor

Trojkoncowkowy polprzewodnikowy element elektroniczny,
posiadajacy zdolno$¢ wzmacniania sygnalu elektrycznego.
Nazwa tranzystor pochodzi z angielskiego zwrotu ''transfer
resistor', ktéry oznacza element transformujacy rezystancje.

Wyroznia si¢ dwie glowne grupy tranzystorow,
ktore roznig si¢ zasadniczo zasadq dzialania:

1. Tranzystory bipolarne, w ktorych prad wyjsciowy jest funkcja pradu
wejsciowego (sterowanie pradowe).

2. Tranzystory unipolarne (tranzystory polowe), w ktorych prad
wyjsciowy jest funkcja napiecia (sterowanie napieciowe).



Tranzystor polowy

Trzy elektrody: zrodlo, dren i bramka. Bramka jest odizolowana
od kanatu zrédlo-dren

JFET : bramke stanowi zlacze p-n spolaryzowane w Kierunku
zaporowym. Tranzystory JFET pracujg przy Vs = 0.

MESFET : bramka jest metalowa elektroda, ktora jest tak
dobrana aby tworzyla z kanalem bariere Schottk’yego.

MOSFET: bramke stanowl metalowa elektroda odizolowana od
kanalu warstwa izolatora — tlenku.
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Tranzystor
polowy —
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Obszary

pracy B

Vos =0V

I, =0mA, Virg = l,

Charakterystyka przejSciowa Charakterystyka wyjSciowa

-obszar odcigcia: Tranzystor jest wytaczony. Nie ma przeptywu pradu (I, = 0) przez kanat.
Dzieje si¢ to gdy napiecie zrodto - bramka spetnia warunek : V¢ >V,

-obszar aktywny, lub nasycenia: Tranzystor jest wiaczony. Prad drenu jest kontrolowany
przez Vg, niezalezny od V. W tym obszarze tranzystor moze pracowac¢ jako wzmacniacz:

-obszar omowy: tranzystor jest wigczony ale pracuje jak rezystor o opornosci kontrolowanej
napigciem. Dzieje si¢ to wowczas, gdy napigcie V¢ jest mniejsze niz w obszarze aktywnym.
Prad drenu jest proporcjonalny do napigcia Vi I jest kontrolowany prze napigcie bramki
Ve



